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(54) 액티브 매트릭스 전계 발광 표시 장치들, 및 이들의 제조

요약

액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치, 특히 유기 반도체 물질들의 LED들(25)에서의 회로기판(100) 상의 이웃한 화

소들(200) 사이에 물리적 장벽들(210)이 존재한다. 본 발명은 이들 장벽들(210)을, 회로기판의 제1 회로 요소(21, 4, 

5, 6, 140, 150, 160, T1, T2, Tm, Tg, Ch)와 제2 회로 요소(400, 400s, 23), 예를 들면 회로 어레이 상에 지지된 센

서 어레이의 센서(400s)간의 상호접속으로서 작용하는 금속 또는 이외 전기적 도전성 물질(240)로 형성한다. 도전성 

장벽금속(240)은 LED들에 이웃한 장벽들의 양측에서 절연되고(40), 제2 회로 요소가 도전성 장벽물질(240)에 접속

되는 비절연 상부 접속영역(240t)을 갖는다.

대표도
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색인어
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명세서

기술분야

본 발명은 액티브 매트릭스 전계 발광 표시 장치들에 관한 것으로, 특히 반도체 공액 폴리머 또는 이외 다른 유기 반

도체 물질들의 발광 다이오드들을 사용하는 것에 관한 것이지만, 이것만으로 국한된 것은 아니다.

본 발명은 또한 이러한 장치들을 제조하는 방법들에 관한 것이다.

배경기술

회로 기판 상에 있는 화소 어레이를 포함하며, 각 화소는 통상 유기 반도체 물질의 전계 발광 소자를 포함하는, 상기 

액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치들은 공지된 것이다. 전계 발광 소자들은 기판 내 회로, 예를 들면 서플라이 라

인을 포함하는 드라이브 회로 및 어드레싱(행(row)) 및 신호(열(column))라인들을 포함하는 매트릭스 어드레싱 회로

에 접속된다.

이들 라인들은 일반적으로 기판 내 박막 도전체 층들에 의해 형성된다.

회로기판은 또한 각 화소에 대한 어드레싱 및 드라이브 요소들(통상 박막 트랜지스터이며, 이하 'TFT'라 함)을 포함

한다.

이러한 많은 어레이들에서, 어레이의 적어도 한 방향으로, 이웃한 화소들 사이에는 절연물질의 물리적 장벽들이 있다.

이러한 장벽들의 예들은 영국특허 출원 GB-A-2 347 017, 공개된 PCT 특허출원 WO-A1-99/43031, 공개된 유럽

특허출원 EP-A-0 895 219, EP-A-1 096 568, 및 EP-A-1 102 317에 주어져 있고, 이들 특허들의 내용 전부를 참

조자료로서 여기 포함시킨다.

이러한 장벽들은 예를 들면, '벽', '격벽(partitions)', '뱅크', '리브(ribs)', '격리판', 또는 '댐(dams)'이라고도 한다. 인용

된 참조자료들로부터 알 수 있듯이, 이들은 몇가지 기능들을 제공할 수 있다. 이들은 제조시 개개의 화소들 및/또는 

화소 열들의 전계 발광층들 및/또는 전극층들을 정의하는데 사용될 수 있다. 이에 따라, 예를 들면, 장벽들은 유색 표

시의 적색, 녹색 및 청색 화소들을 위해 잉크-젯으로 인쇄되거나 또는 단색 표시를 위해 스핀-코팅될 수 있는 공액 폴

리머 물질들의 화소 오버플로를 방지한다. 제조된 장치 내 장벽들은 화소들의 뚜렷한 광학적 분리를 제공할 수 있다. 

이들은 또한 전계 발광 소자들의 공통 상측 전극의 저항(따라서 이에 걸리는 전압강하들)을 감소시키기 위한 보조 배

선으로서, 도전성 물질(이를테면 전계 발광 소자의 상측 전극물질)을 구비 또는 포함할 수도 있다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 목적은 기본 장치 구조, 이의 레이아웃 및 이의 전자장치들에 호환이 되게, 액티브-매트릭스 전계 발광 표

시 장치들의 기능들 및/또는 성능을 향상시키는 것이다.

본 발명의 일 양상에 따라서, 청구항 1에 개시된 특징들을 갖는 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치가 제공된다.

본 발명에 따라서, 화소들 사이의 물리적 장벽들은 회로기판의 제1 회로 요소와 장벽의 상부에 접속되는 제2 회로 요

소간에 상호접속들을 제공하는데 사용된다. 이에 따라, 이들 화소 장벽들은 일부(또는 대다수)는 상호접속을 제공하

는 전기적 도전성 물질(통상 금속)로 구성되고, 전계 발광 소자들에 이웃한 장벽들의 적어도 양측은 절연된다.

본 발명에 따라 많은 융통성이 가능하다. 접속되는 회로 요소들에 따라, 여러 가지 레이아웃 특징들이 화소 장벽들에 

대해 채택될 수 있다. 이에 따라, 도전성 장벽물질은 개개의 화소들 또는 다수 그룹들의 화소들로 국한되는 상호접속

들, 또는 화소 어레이 밖에 놓여질 수 있는 상호접속들을 제공할 수도 있다. 따라서, 각각의 비절연 상부 접속영역은 



공개특허 10-2004-0093171

- 3 -

그 자체가 장벽들의 상부를 따라 접속 패턴의 일부로서 국한될 수 있고, 및/또는 성호접속의 도전성 장벽물질은 예를 

들면 장벽들의 개별적으로 절연된 길이들로 국한될 수도 있다.

제1 및 제2 회로 요소들은 특별한 개선 또는 향상 또는 적응이 행해지는가에 따라, 다양한 형태들을 취할 수 있다. 통

상, 회로기판의 제1 회로 요소는, 도전체층; 전극 접속; 서플라이 라인; 어드레싱 라인; 신호 라인; 박막 트랜지스터; 

박막 캐패시터를 포함하는 그룹의 하나 또는 그 이상의 박막 요소들일 수 있다. 제2 회로 요소는 회로기판 내 또다른 

이러한 박막 요소 및/또는, 예를 들면, 각각의 화소 또는 센서와 같은 부가된 구성성분의 전계 발광 소자의 전극접속일

수도 있다.

마지막 가능성은 센서 어레이의 각종의 형태들을 화소 어레이와 일체화될 수 있게 한다. 센서 어레이는 회로 기판내

에 일체화될 수 있다. 그러나, 센서 어레 이는 장벽들의 상부 상에서 또한 화소 어레이의 상에서 지지될 수도 있다. 이

것은 콤팩트한 레이아웃을 제공하며, 직접적인 펜 입력 및/또는 지문 센싱에 특히 적합하다. 센서 어레이는 회로기판 

내 화소 어레이의 매트릭스 어드레싱 회로를 공유할 수도 있다. 이것은 센서 어레이를 화소 어레이와의 일체화를 간

단하게 한다. 공유는 예를 들면 미국특허들 US-A-5,386,543 및 US-A-5,838,308 (Philips 참조번호: PHB33816 

및 PHB33715)에 개시된 것과 유사한 방식으로 달성될 수 있다. US-A-5,386,543 및 US-A-5,838,308 의 전체 내

용을 여기 참조자료로서 포함시킨다.

본 발명에 따른 상호접속들을 제공하기 위해 장벽들을 사용할 뿐만 아니라, 장벽들(또는 장벽들의 적어도 다른 개별

적으로 절연된 길이들)은 다른 기능들을 제공할 수도 있다. 이들은 예를 들면 캐패시터 또는 인덕터 또는 트랜스포머

와 같은 구성성분을 형성, 및/또는 회로 기판의 박막 도전체 라인들의 대용 또는 교체에 사용될 수 있다. 이들 대용 또

는 교체 라인들은 예를 들면 어드레스 라인, 신호 라인 또는 서플라이 라인일 수 있다.

본 발명의 또 다른 양상에 따라서, 이러한 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치를 제조하는 잇점이 있는 방법들이 

제공된다.

본 발명에 따른 각종의 잇점이 있는 특징들 및 특징의 조합들이 첨부된 청구항들에 개시되어 있다.

이들 및 이외의 것들은 첨부한 개략적 도면들을 참조로 예로서 기술되는 본 발명의 실시예들에 도시되었다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 상호접속들이 제공될 수 있는 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치의 4개의 화소 영역들에 

대한 회로도.

도 2는 이러한 장치의 일 실시예의 화소 어레이 및 회로 기판의 일부의 단면도로서, 본 발명에 따라 TFT 소스 또는 

드레인 라인에의 상호접속들을 형성하기 위한 도전성 장벽 구조의 일 예를 도시한 단면도.

도 3은 이러한 장치의 유사 실시예의 화소 어레이 및 회로 기판의 일부의 단면도로서, 본 발명에 따라 TFT 게이트 라

인에의 상호접속들을 형성하기 위한 도전성 장벽 구조의 일 예를 도시한 단면도.

도 4는 도 2 또는 도 3의 것과 같은 실시예의 상호접속 부분의 단면도로서, 본 발명에 따라 상호접속들을 형성하기 위

한 금속 코팅을 사용하는 수정된 도전성 장벽 구조의 예를 도시한 단면도.

도 5는 도 2 또는 도 3의 것과 같은 장치의 부분의 단면도로서, 전계 발광 장치와 일체화된 압력 센서용의 본 발명에 

따른 상호접속들을 도시한 단면도.

도 6은 도 2 또는 도 3의 것과 같은 장치의 부분의 단면도로서, 전계 발광 장치와 일체화된 용량 센서용의 본 발명에 

따른 상호접속들을 도시한 단면도.

도 7은 도 2 또는 도 3의 것과 같은 장치의 부분의 단면도로서, 전계 발광 장치와 일체화된 직접 입력 센서용의 본 발

명에 따른 상호접속들을 도시한 단면도.

도 8은 도 2 또는 도 3의 것과 같은 장치의 부분의 단면도로서, 이웃한 화소들 또는 서브-화소들의 상측 전극과 하측 

전극간의 본 발명에 따른 상호접속들을 도시한 단면도.

도 9는 본 발명에 따라, 나란한 도전성 장벽들을 구비한, 장치의 특정 실시예의 레이아웃 특징들의 구체적 예를 도시

한 4개 화소 영역들의 평면도.
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도 10은 도 9의 나란한 장벽들을 X-X선에서 취한 단면도.

도 11은 도전성 장벽들이 횡단하는, 본 발명에 따른 장치의 특정 실시예의 레이아웃 특징의 또 다른 예의 평면도.

도 12는 본 발명에 따른 상호접속들을 형성하기 위한 도전성 장벽 구조의 또 다른 예의 장치 부분의 단면도.

도 13 내지 도 16은 본 발명에 따른 특정의 일 실시예에 의해 제조의 단계들에서 도 2 또는 도 4의 것과 같은 장치의 

부분의 단면도들.

도 17은 본 발명에 따른 도전성 장벽 상호접속들의 절연의 변경을 도시한, 절연단계에서의 장치 부분의 단면도.

모든 도면들은 개략적인 것에 유의해야 한다. 이들 도면들의 상대적 크기들 및 부분들의 비례들은 도면들에서 명료 

및 편의를 위해 크기가 과장되거나 축소하여 도시되었다. 수정되어 상이한 실시예들에서 대응하거나 유사한 특징들 

지칭에 동일 참조부호가 사용되었다.

실시예

도 1 내지 도 4의  실시예들

도 1 내지 도 4의 실시예들 각각의 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치는 매트릭스 어드레싱 회로를 구비한 회로 

기판(100) 상에 화소 어레이(200)를 포함한다. 물리적 장벽들(210)은 어레이의 적어도 한 방향으로 이웃한 일부 화소

들 사이 에 있다. 적어도 이들 장벽들(210) 일부는 본 발명에 따라 상호접속으로서 사용되는 도전성 장벽물질(240)로

구성된다. 본 발명에 따라 이러한 특별한 구조 및 장벽들(210)의 사용에서 벗어나서, 표시는 예를 들면 앞서 인용된 

배경기술의 참조문헌들에서처럼, 공지의 장치 기술들 및 회로 기술들을 사용하여 구성될 수 있다.

매트릭스 어드레싱 회로는 도 1에 도시한 바와 같이, 횡방향의 다수 세트의 어드레싱(행) 및 신호(열) 라인들(150, 16

0)을 포함한다. 어드레싱 요소(T2)(통상 박막 트랜지스터이고, 이하 'TFT'라 함)은 이들 라인들(150, 160)의 각 교점

에 배치된다. 도 1은 예로서 하나의 특정 화소 회로 구성을 도시한 것에 유의한다. 액티브 매트릭스 전계 발광 표시 장

치들에 대한 이외 다른 화소 회로 구성들이 공지되어 있다. 본 발명은 장치의 특정 화소 회로 구성에 관계없이 이러한

장치의 화소 장력들에 적용될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

각 화소(200)는 통상 유기 반도체 물질의 발광 다이오드(LED)인, 전류로 구동되는 전계 발광 소자(25)(21, 22 및 23)

를 포함한다. LED(25)는 어레이의 두 개의 전압 공급 라인들(140, 230) 사이에 드라이브 요소(T1)(통상 TFT)와 직

렬로 접속된다. 이들 두 전압 공급 라인들은 통상 전원 라인(140)(전압 Vdd) 및 접지 라인(230)('리턴 라인(return lin

e)'이라고도 함)이다. LED(25)로부터의 광 방출은 각각의 드라이브 TFT(T1)에 의해 변경되는, LED(25)에 흐르는 

전류 흐름에 의해 제어된다.

각 행의 화소들은 관계된 행 도전체(150)(따라서 이 행의 화소들의 어드레싱 TFT들(T2)의 게이트에)에 인가되는 선

택 신호에 의해 프레임 기간에 차례로 어드레 스된다. 이 신호는 어드레싱 TFT(T2)를 온 시키므로, 이 행의 화소들에

열 도전체들(160)로부터의 각각의 데이터 신호들이 로딩된다. 이들 데이터 신호들은 각각의 화소의 개개의 드라이브 

TFT(T1)의 게이트에 인가된다. 드라이브 TFT(T1)의 결과적인 도전상태를 유지하기 위해서, 이 데이터 신호는 이 

게이트(5)와 드라이브 라인(140, 240)간에 결합되는 유지(holding) 캐패시터(Ch)에 의해 게이트(5) 상에서 유지된다.

따라서, 각 화소(200)의 LED(25)에 흐르는 드라이브 전류는 선행 어드레스 기간에 인가되어 연관된 캐패시터(Ch)에 

전압으로서 저장된 드라이브 신호에 근거하여 구동 TFT(T1)에 의해 제어된다. 도 1의 특정의 예에서, T1은 P채널 T

FT로서 도시되었고 T2는 N 채널 TFT로서 도시되었다.

이 회로는 공지의 박막 기술로 구성될 수 있다. 기판(100)은 예를 들면 산화규소의 절연 표면-버퍼층(11)이 증착되는

절연 유리 베이스(10)를 구비할 수 있다. 박막 회로는 공지의 방법으로 층(11) 상에 형성된다.

도 2 및 도 3은 TFT의 예들로서 Tm 및 Tg를 도시한 것으로, 각각은 액티브 반도체층(1)(통상 폴리실리콘); 게이트 

유전층(2)(통상 이산화규소); 게이트 전극(5)(통상 알루미늄 또는 폴리실리콘); 및 위에 놓여지는 절연층(들)(2, 8) 내 

윈도우들(비아들(vias))을 통해 반도체층(1)의 도핑된 소스 및 드레인 영역들과 접촉하는 금속 전극들(3, 4)(통상 알

루미늄)을 포함한다. 전극들(3, 4 및 5)의 연장부들은 특정의 TFT(예를 들면, 드라이브 요소(T1) 또는 어드레싱 요소

(T2) 또는 회로 기판의 또 다른 TFT)에 의해 제공되는 회로 기능에 따라, 예를 들면 요소들 T1, T2, Ch, 및 LED(25)

, 및/또는 도전체 라인들(140, 150 및 160)의 적어도 일부 간에 상호접속들을 형성할 수 있다. 유지 캐패시터(Ch)는 

공지의 방식으로, 회로 기판(100) 내 박막 구조로서, 유사하게 형성될 수 있다.
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LED(25)는 통상 하측의 전극(21)과 상측 전극(23)간에 발광 유기 반도체 물질(22)을 포함한다. 바람직한 특정의 실

시예에서, 반도체 공액 폴리머들은 전계 발광 물질(22)용으로 사용될 수 있다. 기판(100)을 통해 광(250)을 방출하는

LED에 있어서, 하측전극(21)은 인듐 주석 산화물(ITO)의 애노드일 수 있고, 상측 전극(23)은 예를 들면 칼슘 및 알루

미늄을 포함하는 캐소드일 수 있다. 도 2 및 도 3은 하측전극(21)이 회로기판(100) 내에 박막으로서 형성되는 LED 

구성을 도시한 것이다. 이어서 증착되는 유기 반도체 물질(22)은 기판(100)의 박막 구조 위에서 확장하는 평탄한 절

연층(12)(예를 들면 질화규소) 내의 윈도우(12a)에 이 박막 전극층(21)과 접촉한다.

공지의 장치들에서처럼, 본 발명에 따라 도 1 내지 도 4의 장치들은 어레이의 적어도 한 방향으로 이웃하는 화소들의 

적어도 일부간에 물리적 장벽들(210)을 포함한다. 이들 장벽들(210)은 예를 들면 '벽', '격벽', '뱅크', '리브', '격리판', 

또는 '댐'이라고도 한다. 특정의 장치 실시예 및 이의 제조에 따라, 이들은 예를 들면 공지의 방식으로,

개개의 화소들(200) 및 또는 열들의 화소들(200)의 각각의 영역들 사이에, 반도체 폴리머 층들(22)의 제공 동안 폴리

머 용액의 오버플로를 격리하여 방지하고;

개개의 화소들(200) 및/또는 열들의 화소들(200)에 대해 반도체 폴리머 또는 이와 다른 전계 발광층들(22)의 정의에

서 기판 표면 상에서 자기(self)-패터닝 능력(아울러 화소들의 개개의 전극들, 예를 들면 상측 전극들(23)의 개개의 

최저층의 자기-분리까지도)을 제공하고;

적어도 유기 반도체 물질(22) 및/또는 전극물질을 정의할 동안 기판 표면 상에 마스크용의 스페이서(spacer)로서 작

용하고;

광(250)이 상부를 통해 방출될 때(이 대신, 또는 그와 아울러 맨 밑의 기판(100)), 어레이 내 화소들(200)의 명료한 

광학적 분리를 위한 불투명 장벽들(210)을 형성하는데 사용될 수 있다.

이들 공지의 방법들로 어떠한 이들의 특정한 사용이든, 본 발명의 실시예들에서 물리적 장벽들(210)의 적어도 일부 

절연된 부분들은 특별한 방식으로 구성되어 사용된다. 이에 따라, 도 2 내지 도 4의 화소 장벽들(210)은 LED들(25)

로부터 절연되고 회로 기판(100)의 제1 회로 요소와 장치의 제2 회로 요소간 상호접속을 제공하는 금속(240)(또는 

이외 전기적 도전성 물질(240))을 포함한다. 이들 회로 요소들은 도전성 장벽 물질(240)의 절연되지 않은 맨 밑 및 맨

위의 접속영역들(240b, 240t)에 접속된다.

제1 및 제2 회로 요소들은 특별한 개선 또는 향상 또는 적응이 행해지는가에 따라, 다양한 형태들을 취할 수 있다. 통

상, 회로기판(100)의 제1 회로는, 도전체층 및/또는 전극 접속(4, 5 및 6); 서플라이 라인(140); 어드레싱 라인(150); 

신호라인(160); 박막 트랜지스터(T1, T2, Tm 및 Tg); 박막 캐패시터(Ch)를 포함하는 그룹의 하나 또는 그 이상의 박

막 요소들일 수 있다. 제2 회로 요소는 회로기판 (100) 내 또다른 이러한 박막 요소 및/또는, 예를 들면, 각각의 화소 

또는 센서와 같은 부가된 구성성분의 LED(25)의 전극접속일 수도 있다.

도 2 내지 도 4는 절연되지 않은 맨 위의 접속 영역(240t)을 도시한 것으로, 이에 어떠한 특정의 제2 회로 요소(상측 

회로 요소(400))도 접속되어 있지는 않다. 제2 회로 요소의 특정예들을 도 5 내지 도 8을 참조하여 이하 기술한다. 그

러나, 본 발명은 본 발명에 따라 이러한 화소 장벽들(210)에 의해 회로 기판(100) 내 회로에 다양한 상측 회로 요소들

(400)의 상호접속에 적용될 수 있음을 쉽게 알 것이다.

도 2의 실시예에서, 제1 회로 요소는 TFT(Tm)의 소스 및/또는 드레인 전극의 연장부이다. 이것은 예를 들면 Tm이 

T2일 때 기판 회로의 신호(열) 라인(160), 또는 Tm이 T1일 때 드라이브 라인(140)을 형성할 수도 있다. 도 3의 실시

예에서, 제1 회로 요소는 TFT(Tg)의 게이트 전극(5)의 연장부이다. 이것은 예를 들면 Tg가 T2일 때 기판 회로의 어

드레싱(행) 라인(150)을 형성할 수도 있다.

도 2 및 도 3은 중간 절연층(12) 내 접속 윈도우들(12b)에 제1 회로 요소(4, 5)에 도전성 장벽물질(240)의 맨 밑의 접

속을 도시한 것이다. 그러나, 이들 윈도우들(12b)은 TFT(Tm, Tg)와 흔히 동일 평면에 있지 않을 수도 있는 것에 유

의한다. 특히, 일반적으로 윈도우(12b)를 수용하기엔 TFT(Tg)의 소스전극(3)과 드레인 전극(4)간 간격이 불충분하

다. 이에 따라, 윈도우(12b)는 도면의 면 밖에 놓여진 것을 나타내기 위해서 도 3에서 점선으로 도시되었다.

도 2 내지 도 4의 실시예들에서 화소 장벽들(210)은 주로 전기적 도전성의 물질(240, 240x)로 만들어지고, 바람직하

게는 매우 낮은 고유저항의 금속(예를 들면 알루미늄 또는 구리 또는 니켈 또는 은)으로 만들어진다. 도 2 및 도 3의 

장벽들(210)은 상호접속(240)을 제공하며 양측 및 상부에(맨 위의 접속영역(240t)이 노출된 곳은 제외하고) 절연 코

팅(40)을 구비한 도전물질 벌크(bulk) 또는 코어(core)를 포함한다. 도 4의 장벽(210)은 양측 및 상부에 절연코팅(40

x)을 구비한 도전물질(240x) 벌크 또는 코어를 포함한다. 도 4에서 상호접속(240)을 제공하는 도전물질은 절연코팅(

40x) 위에서 확장하는 금속 코팅이다. 절연코팅(40)은 맨 위의 접속영역(240t)이 노출된 곳을 제외하곤, 금속 코팅(2

40)의 양측 및 상부 위에서 확장한다. 도 4의 이러한 구조는 도 2 및 도 3보다는 더욱 다용도이다. 이는 금속 코어(24
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0x)가 또 다른 목적에 사용되게, 예를 들면 라인들(140, 150, 또는 160)을 대체 또는 교체도 할 수 있게 하므로 라인 

저항이 감소될 수 있다. 상호접속 금속 코팅(240)은 예를 들면 개개의 화소들 또는 서브-화소들에서 이들 상호접속이

필요한 장벽(210)을 따라 특정의 위치들에 국한될 수도 있다.

센서   어레이들을  구비한 도 5 내지 도 7의  실시예들

도 5 내지 도 7의 실시예들 각각에서, 센서(400s) 어레이는 화소 어레이(200)와 일체화 된다. 센서들(400s)은 도전 

장벽물질(240)에 의해 회로 기판(100)의 제1 회로 요소에 접속되는 제2 회로 요소들(400)을 제공한다. 다양한 센서 

어레이들이, 본 발명에 따라 표시와 일체화될 수도 있다. 따라서, 센싱 어레이는 예를 들면 단락회로 터치 입력, 또는 

압력 입력, 또는 용량 입력, 또는 라이트-펜 입력을 구비할 수도 있다.

2차원 센서 어레이로부터 개개의 상호접속에 있어서, 도전 장벽물질(240)은 일반적으로 개개의 센서들(400s)에 대응

하여 장벽들(210) 내 각각의 절연된 길이들로 분할된다.

이러한 일체화된 센서 상황에서, 제1 회로 요소는 예를 들면 기판(100) 내 TFT의 소스/드레인(4) 또는 게이트(5)일 

수도 있다. 바람직하게, 제1 회로 요소는 화소(200) 어레이 및 센서 어레이(200s) 양자를 위한 매트릭스 어드레싱 회

로의 일부이다. 따라서, 제1 회로 요소는 화소 어드레싱을 위한 TFT(T2)의 소스/드레인 라인(4, 160)일 수 있다.

도 5 내지 도 7의 각각의 실시예에서, 광(250)이 방출되는 표시 전면에 센싱 기능이 제공된다. 센서 어레이는 장벽들(

210)의 상부 및 화소 어레이 상에서 지지된다. 절연 평탄화 층(412)이, 화소 어레이 상에서 센서 어레이를 지지하도록

장벽들(210)의 상부로 확장하는 두께로, 화소 어레이 상에 있다. 도 5 내지 도 8이 도 2 및 도 3에서처럼 상호접속의 

금속-코어 구조를 예시하고 있지만, 도 4에서처럼 예를 들면 상호접속 금속-코팅 구조를 사용하는 변경들이 가능하

다.

도 5의 실시예는 유전체 또는 고저항 물질의 압축성 층(422)을 포함하는 압력 센서 구조를 도시한 것이다. 압축성 층

은 예를 들면 ITO로 된 투명한 상측 전극층(423)과 밑에 있는 도전성 장벽물질(240)및 절연 평탄화층(412) 사이에 

적층된다. 상측 전극층(423)은 보호층(440)으로 덮여있다. 압력(500)이 이 적층에 인가되었을 때, 전극층(423)과 도

전 장벽물질 간 간격이 변하여 유전체에 측정가능한 용량 변화 또는 고저항 물질에서의 저항감소가 유발된다. 이것은

전극층(423)이 회로입력들에 대한 ESD 보호도 제공하는 점에서 가장 잇점이 있는 실시예이다.

도 6은 용량성 센서, 예를 들면 지문 센서를 도시한 것이다. ITO 또는 금속으로 된 전극 패드(421) 어레이는 캐패시터

유전층(430)을 구비한 각각의 캐패시터의 한 플레이트(plate)를 형성하기 위해 도전성 장벽물질(240)의 대응하는 어

레이의 상부에 접속된다. 캐패시터의 다른 플레이트는, 유전층(430) 위에 놓여졌을 때 감지될 손가락 또는 이외 다른 

물체에 의해 형성된다.

도 7은 도전성 장벽 물질(240)의 대응하는 어레이의 상부에 접속되는 ITO의 전극 패드들(424)을 구비하는 직접 입력

센서를 도시한 것이다. 직접 입력은 패드들(424)에 터치하는 유선 펜으로부터의 전류 또는 전압 입력일 수 있다. 아니

면, 직접 입력은 단순히, 이웃하는 패드들(424)간, 예를 들면 행 도전체(150)에 접속된 패드(424)와 열 도전체(160)

에 접속된 패드(424)간 (선으로 연결되지 않은) 도전성 펜에 의한 단락회로일 수도 있다. 이러한 단락회로에 기인한 

전류 흐름은 어느 화소가 단락되었는지를 판정하기 위해 표시의 주변에서 측정될 수 있다.

서브-  화소  상호접속을 구비한 도 8의  실시예

도 8의 실시예에서 제2 회로 요소는 도전성 장벽물질(240)에 의해 회로 기판(100)의 박막 요소에 접속된, LED(25)의

상측 전극(23)이다. 이러한 상호접속은 회로를 주어진 LED(25)의 양 전극들(21, 23)에 일체화되게 한다.

그러나, 도 8에 도시한 특정의 실시예에서, 도전성 장벽 물질(240)의 하부 접속은 이웃하는 LED(25)의 하측의 전극

을 이루는 박막 요소에의 접속이다. 이러한 구성은 각 화소가 예를 들면 장벽들(210)을 개재한 평행한 서브-화소들을

포함 하는 표시에 채택될 수 있다. 이 경우, 도전성 장벽물질(240)은 한 서브-화소(200b)의 상측 전극(23)을 인접 서

브-화소(200a)의 하측 전극(21)에 접속한다.

도 9 및 도 10과 도 11의 레이아웃  실시예들

본 발명에 따라 장치들 내 상호접속 장벽물질(240)에 대해 광범위하게 다양한 레이아웃 구성이 가능하다. 잇점이 있

게, 상호접속 장벽물질(240)은 복합층 내에서 화소들 사이의 장벽(210x)의 다른 부분들과 결합될 수도 있다.

도 9 및 도 10은 추가된 장벽 부분들(210x)의 도전성 장벽물질(240x)이 기판(100)의 드라이브 서플라이 라인들(140

)을 대용 또는 교체도 할 수 있는 하나의 복합 레이아웃을 도시한 것이다. 매트릭스 박막 회로 영역은 도 9에서, 120
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으로서 표시되었다. 이러한 특정의 예에서, 상호접속 장벽물질(240)의 절연된 길이들은 추가된 장벽 라인들(210x, 1

40)에 평행하게 확장한다.

도 11은 추가된 장벽 부분들(210x)(240x, 40x)이 상호접속 장벽물질(240)을 횡단하여 있는 또 다른 복합 레이아웃

을 도시한 것이다. 이 경우, 추가의 장벽 부분들(210x)의 도전성 장벽물질(240x)은 기판(100)의 라인들(140 또는 15

0 또는 160)을 대용 또는 교체할 수도 있다. 대안으로, 추가의 장벽 부분들(210x)의 도전성 장벽물질(240x)은 도 7과

같이 직접 입력 센서 어레이에 대해서 횡단 상호접속들을 형성할 수도 있다.

도 12의 수정된 장벽  실시예

도 2 내지 도 8 및 도 10의 실시예들에서, 장벽들(210, 210x)는 주로 도전성 물질(240, 240x)로 된 것으로서 도시되

었다. 도 12는 장벽(210)인 주로 절연물질 (244)로 된 수정된 실시예를 도시한 것이다. 이 경우, 비아들(244b)이 절

연물질(244)을 관통하여 회로기판(100) 내 회로 요소(4, 5)까지 에칭(etch) 또는 밀링(mill)된다. 금속 코팅(240)은 

절연 장벽(210)의 상부 상에서 아울러 비아들(244b) 내로 이를 관통하여 확장하는 도전성 장벽물질을 제공한다.

장벽(210)의 금속 코팅(240)은 자기정렬로, LED(25)의 상측전극(23)의 주 부분(23a)과 동시에 형성될 수도 있다. 이

에 따라, 도 12에 도시된 바와 같이, 장벽(210)의 일측이 돌출된 형상으로 새도우-마스킹 효과에 의해 격리된 금속 

코팅(240) 및 전극(23)용의 금속층이 동시에 증착될 수도 있다. 이것은 본 발명에 따른 장벽 상호접속들(210, 240)을

형성하기 위한 한 가능한 공정 실시예이다. 도 14 내지 도 17은 주로 금속으로 된 장벽 상호접속들(210, 240)에 대한

다른 공정 실시예들을 도시한 것이다.

도 13 내지 도 16의 공정  실시예

상호접속 물질(240)로 장벽들(210)을 구성 및 사용하는 것은 제쳐두고, 본 발명에 따른 장치의 액티브-매트릭스 전

계 발광 표시는 예를 들면 배경기술에서 인용 참조 문헌들에서처럼, 공지의 장치 기술들 및 회로 기술들을 사용하여 

구성될 수도 있다.

도 13 내지 도 16은 특정 제조 실시예에서 신규의 공정 단계들을 도시한 것이다. 상측의 평탄한 절연층(12)(예를 들

면, 질화규소)을 구비한 박막 회로 기판(100)은 공지의 방식으로 제조된다. 접속 윈도우들(이를테면 비아들(12a, 12b

, 12x 등)은 공지의 방법, 예를 들면 사진식각 마스킹 및 에칭에 의해 층(12) 내에 개구(open)된다. 그러나, 본 발명에

따른 장치를 제어하기 위해서, 이들 비아들의 패턴은 도전성 장벽물질(240, 240x)과의 저부 접속을 위해 요소들(4, 5

, 150 등)을 노출시키는 비아들(12b, 12x)을 포함한다. 결과적인 구조를 도 13에 도시하였다. 이 단계는 장벽들(210)

이 도 2 내지 도 8 및 도 10에서처럼 압도적으로 도전성 물질로 된 것이든 아니면 도 12에서처럼 압도적으로 절연물

질로 된 것인지 관계없이 공통이다.

주로 절연물질로 된 장벽들(210)의 형성을 도 12를 참조하여 위에 기술하였다. 주로 도전성 물질(도 2 내지 도 8 및 

도 10에처럼)의 장벽들(210)에 대한 적합한 공정 단계들을 도 14 내지 도 16을 참조하여 기술한다.

이 경우, 장벽들(210)용의 전기적 도전성 물질이 적어도 비아들(12a, 12b, 12x 등) 내 절연층(12) 상에 증착된다. 장

벽들(210)에 대해 원하는 길이들 및 레이아웃 패턴은 공지의 마스킹 기술들을 사용하여 얻어진다. 도 14는 도전성 장

벽 물질의 벌크(240)(예를 들면, 구리 또는 니켈 또는 은)가 도금에 의해 증착되는 실시예를 도시한 것이다. 이 경우, 

예를 들면 구리 또는 니켈 또는 은의 얇은 시드(seed) 층(240a)이 먼저 절연층(12) 및 이의 비아들(12a, 12b, 12x 등)

상에 증착되고, 장벽 레이아웃 패턴이 사진식각 마스크를 사용하여 정의되고, 이어서 도전 장벽물질의 벌크(240)가 

원하는 두께로 도금된다. 결과적인 구조를 도 14에 도시하였다.

이어서, CVD(화학 증착)를 사용하여, 절연물질(예를 들면 이산화규소 또는 질화규소)을 절연 코팅(40)용으로 증착한

다. 증착된 물질을, 공지의 사진식각 마 스킹 및 에칭 기술들을 사용한 패터닝에 의해 도전성 장벽물질의 양측 및 상부

에 남겨둔다. 이어서, LED들(25)을 형성하도록 공지의 방식으로 제조가 계속된다. 이에 따라, 예를 들면, 공액 폴리머

물질들(22)이 화소들(200)을 위해 잉크-젯 인쇄 또는 스핀-코팅될 수도 있다. 물리적 장벽들(240, 40)간 화소 영역

들로부터 폴리머 오버플로를 방지하기 위해서 공지의 방식으로, 절연코팅(40)이 된 장벽들(240, 40)이 사용될 수 있

다. 상측 전극물질(23)이 층(22) 상에 증착된다. 절연구조를 도 15에 도시하였다.

이어서, 도 5 내지 도 7의 센서들의 경우, 평탄화 물질(412)의 층이 LED들(25) 상에 놓여진다. 이 층(412)은 장벽들(

210)의 상부에서 절연코팅(40)을 노출시키도록 다시 에칭될 수 있다. 이 노출된 절연코팅(40)의 맨 위의 부분을 에칭

하여 도 16에 도시한 바와 같이 장벽(210)의 절연되지 않은 상부 접속 영역(240t)을 형성할 수 있다. 이어서 센서구조

가 이 접속 영역(240t) 및 평탄화 층(412)의 상부에 제공된다.

도 17의 수정된 공정  실시예
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이 실시예는 화소영역들에 이웃한 장벽들(210)의 적어도 양측에 절연 코팅(40)을 제공하도록 양극산화처리(증착 대

신에)를 사용한다. 통상, 도전성 장벽물질(240)은 알루미늄을 포함할 수 있다. 증착된 알루미늄의 원하는 길이들 및 

레이아웃 패턴은 공지의 사진식각 마스킹 및 에칭 기술들을 사용하여 정의될 수 있다. 도 17은 알루미늄 장벽 패턴(2

40)의 상부에 보유된 사진식각으로 정의된 에찬트-마스크(etchant-mask)(44)를 도시한 것이다.

이어서, 산화알루미늄의 양극(anodic) 절연코팅이 공지의 양극산화 기술들을 사용하여 알루미늄 장벽물질(240)의 적

어도 양측에 형성된다. 이에 따라, 이러한 코팅(40)을 위한 레이아웃 정의에 어떠한 별도의 마스크도 필요하지 않다.

도 17에 도시한 바와 같이, 마스크(44)는 비절연 상부 접속영역(240t)을 보호 및 형성하는 것이 요구되는 영역들에서

, 이러한 양극산화 동안에 보존될 수 있다. 이들 영역들에서, 양극 코팅이 알루미늄 장벽 패턴(240)의 양측에만 형성

된다. 마스크(44)는 이러한 양극산화 전에, 알루미늄 장벽 패턴(240)의 양측 및 상측 모두에 양극 코팅이 필요한 영역

들에서 제거될 수도 있다. 또 다르게는, 절연 폴리머, 또는 예를 들면 이산화규소 또는 질화규소로 된 마스크(44)를, 

제조된 장치 내 장벽(210)(240, 40)의 상측 상에 절연이 요구되는 이들 영역들 내에 보존해 둘 수도 있다.

지금까지 기술한 실시예들에서, 도전성 장벽물질(240)은 두꺼운 불투명 금속, 예를 들면, 알루미늄, 구리, 니켈 또는 

은이다. 그러나, 이와 다른 도전성 물질들(240), 예를 들면 절연코팅(40)을 형성하기 위해 표면이 산화될 수도 있는 

금속 실리사이드 또는 (덜 효과적이지만) 축퇴 도핑 폴리실리콘(degenerately-doped polysilicon)도 사용될 수 있다

. 투명한 장벽들(210)이 요구된다면, 도전성 장벽물질(240)에 ITO가 사용될 수도 있다. 더욱이, 회로 기판(10)의 도

전체 라인(예를 들면, 140, 150, 또는 160)을 대치 또는 이의 대용으로 도전성 장벽 물질(240, 240x)을 사용함으로써

라인 저항이 현저히 감소될 수 있는 것에 유의한다. 이에 따라, 주어진 라인을 따라, 도전성 장벽 물질(240)은 회로 기

판(100) 내 전형적인 도전체 층(예를 들면, TFT(Tm)의 소스/드레인 라인(4, 6)(140, 160) 또는 TFT(Tg)의 게이트 

라인(5)(150))보다 적어도 2배 큰(또는 크기로도) 단면적을 가질 수 있다. 통상적으로, 도전성 장벽물질(240)은 회로 

기판(100) 내 이 TFT 도전체 층의 두께(z)보다 2배 또는 그 이상인(예를 들면 적어도 5배) 두께(Z)을 가질 수도 있다.

구체적인 예에서 Z는 z의 0.5㎛ 이하에 비해 2㎛ 내지 5㎛에 있을 수 있다. 통상, 도전성 장벽물질(240)은 TFT 도전

체 층의 라인 폭(y)과 동일한 폭(또는 적어도 2배 큰)인 라인 폭(Y)을 가질 수 있다. 구체적으로 예로 Y는 y의 10㎛에 

비해 20㎛일 수 있다.

본 개시된 바를 읽고, 이 기술에 숙련된 자들에게 다른 변형 및 수정들이 명백하게 될 것이다. 이러한 번형 및 수정들

은 이 기술에 이미 공지되고(예를 들면 배경기술에 인용된 참조문헌들에서) 여기 기술된 특징들 대신으로 또는 그에 

더하여 사용될 수 있는 등가 및 이외 다른 특징들을 수반할 수도 있다.

본원에서 특징들의 특정한 조합들로 청구항들이 형식화되었지만, 본 발명의 개시 범위는 여기 명료하게 또는 암시적

으로 개시된 특징들의 어떤 신규의 특징 또는 어떤 신규의 조합이 어떤 청구항에 현 청구된 바와 동일한 방법에 관한 

것이든 또는 본 발명과 동일한 기술적 문제점들 중 어느 하나 또는 전부를 완화시키든, 이들을 포함한다는 것을 알 것

이다.

본 출원인은 본원 또는 이의 어떤 다른 출원의 속행 중에 어떤 이러한 특징들 및/또는 이러한 특징들의 조합들로 신설

청구항들이 형식화될 수도 있음을 밝혀둔다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치에 있어서,

화소 어레이의 적어도 한 방향으로 이웃하는 화소들의 적어도 일부간에 물리적 장벽들을 구비하여 상기 화소 어레이

가 있는 회로 기판; 전계 발광 소자를 포함하는 각 화소를 포함하고,

상기 회로 기판은 상기 전계 발광 소자들이 접속되는 회로를 포함하고;

상기 물리적 장벽들은 상기 회로기판의 제1 회로 요소와 상기 장치의 제2 회로 요소간 상호접속으로서 작용하는 도전

성 물질을 포함하고,

상기 도전성 장벽물질은 상기 전계 발광 소자들에 이웃한 상기 장벽들의 적어도 측면들에서 절연되어 있고 비절연된 

상부 및 저부의 접속영역들을 구비하며, 상기 제1 및 제2 회로 요소들이 상기 비절연된 영역에서 상기 도전성 장벽물

질에 접속되는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 2.
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제1항에 있어서,

상기 회로기판의 상기 제1 회로 요소는, 도전체층, 전극 접속, 서플라이 라인, 어드레싱 라인, 신호 라인, 박막 트랜지

스터, 박막 캐패시터를 포함하는 그룹 중 적어도 한 박막 요소인, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 3.
제1항에 있어서,

상기 제2 회로 요소는 상기 전계 발광 소자의 상측 전극이고, 상기 제1 회로요소는 상기 회로기판의 적어도 한 박막 

요소인, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 4.
제3항에 있어서,

각각의 화소는 상기 장벽들이 개재된 나란한 서브-화소들을 포함하고, 상기 도전성 장벽물질은 한 서브-화소의 상측

전극을 이웃한 서브-화소의 하측전극에 접속하며, 상기 하측 및 상측 전극들이 상기 제1 및 제2 회로 요소들을 형성

하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 5.
제1항 또는 제2항에 있어서,

센서 어레이는 상기 화소 어레이와 일체화되고, 상기 센서들은 상기 도전성 장벽물질에 의해 상기 회로기판의 상기 

제1 회로 요소에 접속되는 상기 제2 회로 요소들을 제공하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 6.
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

센서 어레이는 상기 화소 어레이와 일체화되고, 상기 회로기판은 상기 화소 어레이 및 상기 센서 어레이 둘 다를 위한

매트릭스 어드레싱 회로를 포함하고, 및 상기 도전성 장벽물질은 상기 어레이 센서들을 상기 매트릭스 어드레싱 회로

에 접속하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 7.
제5항 또는 제6항에 있어서,

상기 센서 어레이는 상기 장벽들의 상측 및 상기 화소 어레이 상에서 지지되어 있는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시

장치.

청구항 8.
제7항에 있어서,

평탄화층은 상기 화소 어레이 상에서 상기 센서 어레이를 지지하도록 상기 장벽들의 상부로 확장하는 두께로 상기 화

소 어레이 상에 있는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 9.
제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 장벽들의 절연된 길이들은 주로 상기 도전성 장벽물질(및 바람직하게는 금속을 포함함)인, 액티브-매트릭스 전

계 발광 표시 장치.

청구항 10.
제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 장벽은 상기 제1 회로 요소에 접속되고 적어도 양측이 절연코팅된 상기 도전성 장벽물질을 제공하는 금속 코어

를 포함하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 11.
제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
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상기 장벽은 상기 제1 회로 요소에 접속되고 적어도 양측이 절연코팅된 상기 도전성 장벽물질을 제공하는 금속 코팅

을 포함하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 12.
제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 물리적 장벽은 주로 절연물질로서, 상기 절연물질을 관통하여 비아들이 상기 회로기판 내 상기 회로 요소와의 

접속을 위해 확장하며, 상기 도전성 장벽물질을 제공하는 금속코팅은 상기 물리적 장벽의 상부 상에서 및 상기 물리적

장벽을 관통하는 상기 비아들 내로 확장하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 13.
제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전계 발광 소자는 전류로 구동되는 유기 반도체 물질의 발광 다이오드인, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 14.
제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 도전성 장벽물질 밑에서, 상기 제1 회로 요소와의 접속을 허가하기 위해 상기 회로기판 상의 중간 절연층 내에 

접속 윈도우들이 있는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치.

청구항 15.
제1항 내지 제 14항 중 어느 한 항에 따른 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치 제조방법에 있어서,

(a) 상기 회로기판의 상기 제1 회로 요소에 대한 전극 접속들 상에 증착되는 전기적 도전성의 물질, 및 상기 화소 영역

들에 이웃한 상기 물리적 장벽들의 적어도 양측면들에서의 절연으로 상기 물리적 장벽들을 형성하는 단계로서, 상기 

물리적 장벽들은 상기 장벽들의 상부에 상기 도전성 장벽물질에 대한 비절연 상부 접속영역을 구비하는, 상기 형성 

단계;

(b) 상기 물리적 장벽들 사이의 상기 화소영역들 내에 상기 전계 발광 소자들의 적어도 일부를 제공하는 단계; 및

(c) 상기 장벽들의 상기 비절연 상부 접속영역에서 상기 도전성 장벽물질과 관련한 상기 제2 회로 요소를 제공하는 

단계를 포함하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치 제조방법.

청구항 16.
제15항에 있어서,

상기 절연은 상기 도전성 장벽물질의 적어도 양측 및 상부에 증착되고 이어서 상기 상부 접속영역으로부터 에칭되는 

절연코팅을 포함하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치 제조방법.

청구항 17.
제15항에 있어서,

상기 도전성 장벽물질은 알루미늄을 포함하고, 상기 절연은 양극산화에 대해 상기 상부 접속영역을 마스킹하면서, 양

극산화에 의해 상기 알루미늄 장벽물질의 양측에 형성되는 절연코팅을 포함하는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 

장치 제조방법.

청구항 18.
제15항에 있어서, 상기 단계 (a)는 주로 절연물질로 된 것이며, 이 절연물질을 관통하여 비아들이 상기 회로기판 상에

서 상기 접속 윈도우들에 상기 회로 요소와의 접속을 위해 형성되는, 상기 물리적 장벽을 형성하는 단계를 포함하고, 

상기 전기적 도전성 물질은 상기 물리적 장벽의 상부 위 및 상기 물리적 장벽을 관통하는 상기 비아들 내에 도전성 코

팅으로서 증착되는, 액티브-매트릭스 전계 발광 표시 장치 제조방법.

청구항 19.
제18항에 있어서,

상기 물리적 장벽과 상기 전계 발광 소자의 상측 전극을 위한 상기 도전성 코팅은 동시에 증착되고 상기 물리적 장벽
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의 일측의 돌출된 형상의 섀도우-마스킹(shadow-masking) 효과에 의해 분리되는 것인, 액티브-매트릭스 전계 발광

표시 장치 제조방법.
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

在有机半导体材料的LED 25处的电路板100上的有源像素和相邻像素200
之间存在物理屏障210。本发明涉及这些屏障210与电路板的第一电路元
件21,4,5,6,140,​​150,160，T1，T2，Tm，Tg，Ch和第二电路元件400的
组合。例如，金属或其他导电材料（240）用作支撑在电路阵列上的传感
器阵列的传感器（400s）之间的互连。导电阻挡金属240具有非绝缘的
上连接区域240t，其中第二电路元件连接到导电阻挡材料240并且在邻近
LED的阻挡层的两侧绝缘40。 五 指数方面 有机半导体材料，导电阻挡
材料，像素区域，块体，芯
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